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Componentsi processos microelectronics

Codi Tipus Curs/Semestre Credits
Troncal
28188 Semestral ler/ ler 6
Objectius

Competéncies especifiques
Coneixements

Introducci 6 (ojectius de I’ assignatura). Components passius: resisténcies, condensadors, bobinesi
transformadors. Associacions. Equacions terminals. Poténciai energia. Circuits basics. Introducci6 als
semiconductors. Metalls aillants i semiconductors. Model d’ enllagos. Electrons | forats. Semiconductors
intrinsecsi extrinsecs. Dopatge. M ecanismes de conducci6: derival difusio. Generaci6 | recombinacio.
Semiconductors no uniformes; exemple: launié PN. El diode d' unié PN. El diodeideal: estructurai
funcionament. Caracteristica corrent-tensid. Caracteristica capacitat-tensio. El diode real. Circuits
equivalents. Diodes especials: Zener, LED, varicaps. Andlisi de circuits amb diodes: rectificadors,
limitadors retalladors i reguladors de tensi6. El transistor bipolar: Estructurafisica. Modes d' operacio.
Caracteristiques corrent tensio. Models equivaents. Andlisi de circuits amb transistors bipolars. Puertas
|6gicas bipolares. El transistor d’ efecte de camp MOSFET. Estructurafisicai funcionament. Regions

d’ operaci 6. Caracteristiques corrent tensio. Models equivalents. Circuits amb transistors MOSFET en DC.
Celda CMOS. Puertas | 6gicas MOS. Dispositius fotonics. Detectores. Diodos LED. Celula solar
fotovoltaica. Processos microel ectronics basics orientats a lafabricacié de dispositiusi circuitsintegrats.

Habilitats

* Andlitzar circuits senzills amb diodes: rectificadorsi limitadors. Sabran indicar justificadament I’ estat
de conducci6 dels diodes en els diferents trams de funcionament del circuit i calcular lafuncié de
transferéncia que relacioni entrada/es amb sortida/es.

» Polaritzar transistors bipolarsi MOS.

* Andlitzar circuits senzills amb transistors MOS i Bipolars (amplificadors linealsi portes [ogiques
basiques).

Competéncies genériques

» Coneixer els diferents tipus d’ elements passius tant des del punt de vistadel seu comportament en
circuits lineals com de | es especificacions associades a les diferents tecnol ogies de fabricacio.

» Coneixer els fonaments de fisica de semiconductorsi els principis de funcionament de diodes i
transistors bipolarsi MOS.

» Analitzar circuits senzills amb diodes: rectificadorsi limitadors. Sabran indicar justificadament
I estat de conduccio dels diodes en els diferents trams de funcionament del circuit i calcular la
funcio de transferéncia que relacioni entrada/es amb sortida(es.

» Polaritzar transistors bipolarsi MOS.

¢ Anadlitzar circuits senzills amb transistors MOS i Bipolars (amplificadors linealsi portes [ogiques
basiques).

¢ Coneixer els fonaments basics dels processos de tecnol ogia microel ectronica.



UumnBe Etsé,_)

Enginyeria Técnica de Telecomunicacio -Sistemes El Guia Docent
Curs academic 08-09 03-mar-2009

» Coneixer els principis de funcionament i les principal s especificacions de dispositius emissorsii
receptors de llum.

Capacitatsprevies

Es tracta d’ una assignatura de primer curs/ primer semestre i per tant elsrequisits tenen relacié amb els
estudis d’ educacié secundaria. Cal que els dumnes disposin de coneixements basics de matematiques:
operacions algebriques basiques, equacions lineals, polinomis, integralsi derivades, representacio graficade
funcionsi la sevainterpretacié; i de coneixements basics de fisica: analisi dimensional, fonaments del camp
eléctric, principalment. Tambeé cal que tinguin nocions basiques d’analisi de circuitslineals (tot | que es
tornen a estudiar en una assignatura que s imparteix simultaniament).

Continguts

1. Introducci6

Introducci 6 (presentacion del objectius de |’ assignatura).

2. Components passiusi tecnologia

Components passius: resistencies, condensadors, bobinesi transformadors. Associacions.
Equacions terminals. Poténciai energia. Circuits basics.

3. Fonaments de semiconductors

Introducci 6 a's semiconductors. Metalls aillantsi semiconductors. Model d’ enllagos. Electrons|
forats. Semiconductors intrinsecsi extrinsecs. Dopatge. M ecanismes de conduccio: derival
difusié. Generaci6 | recombinaci6. Semiconductors no uniformes; exemple: launié PN.

4. El diode PN

El diode d’'uni6 PN. El diode ideal: estructurai funcionament. Caracteristica corrent-tensio.
Caracteristica capacitat-tensi6. El diode real. Circuits equivaents. Diodes especials: Zener, LED,
varicaps. Analisi de circuits amb diodes: rectificadors, limitadors retalladors i reguladors de
tensio.

5. El transistor bipolar

El transistor bipolar: Estructura fisica. Modes d' operaci6. Caracteristiques corrent tensio.
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Models equivalents. Andlisi de circuits amb transistors bipolars. Puertas |6gicas bipolares.

6. El transistor MOS

El transistor d’ efecte de camp MOSFET. Estructurafisicai funcionament. Regions d’ operacio.
Caracteristiques corrent tensio. Models equivalents. Circuits amb transistors MOSFET en DC.
Celda CMOS. Puertas |6gicas MOS.

7. Dispositius fotonics

Dispositius fotonics. Detectors. Diodes LED. Cel+la solar fotovoltaica.

8. Processos tecnol dgics microelectronics

Processos microel ectronics basics orientats a lafabricacio de dispositiusi circuits integrats.

9. Activitatsd'avaluaci6

Realitzacio de dues proves parcialsi un examen fina.

M etodologia docent

Es faran sessions de teoria utilitzant sobretot “guix i pissarra’, metodol ogia classica que permet un ritme més
adequat per I’ assentament dels continguts a aprendre. Per cada 3 sessions de teoria, esfard una sessio de
resolucié de problemes, que el's alumnes han d’ haver treballat préviament a casa. Com que considerem que €l
nombre de crédits previstos per a problemes és més petit del que seria desitjable, algunes de les sessions de
teoria s utilitzaran per resoldre problemes-exemple que facilitin I’ adquisicid de les habilitats previstes per

I’ assignatura. Pelstemes 7 i 8 s utilitzaran presentacions PowerPoint degut a caracter principal ment
qualitatiu del's objectius considerats.

Avaluacio

2a convocatoria

la convocatoria (febrer/juny) (juliol/setembre)
Avaluacio en grups Avaluacio individual

- Hi haavaluaci6 continuada.
- Consisteix en fer dues proves
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parciasa llarg del semestre

gue permeten no haver de

presentar-se al'examen fina s |- Només pels alumnes que no
- saproven. Lesdueseliminen | hagin aprovat algun dels

matéria de |'examen. examens parcials.

- Hi ha examen final, només

pels alumnes que no hagin

aprovat algun dels examens

parcials.
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